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OEM: ITT Diode BAY71 Datasheet

BAY 71

Silizlum-Epitaxie-Planar-Dicde
fir den Einsatz als schneller Schalter
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max 589
Glasgehiuse JEDEC DO-35
54 A 2 nach DIN 41880 !'
Gewichtca. 0,13 g b=
MaBa in mm

In listenmBBiger Austbhrung wird
diese Diode geguriet geliefert.
Miheras siahe unter Gurtung®.
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Grenzwarts

Sparrspannung Ug as v
Spitzensperrspannung Ugis &0 v
Richtstrom in Einwegschaltung g 150 1) mA
mit A-Last bel Ty = 25 *C u. / =50 Hz

StoBstrom filrt <18 Iesm 500 mA
ausgshend von T; = 256 °C

Verlustleistung bei Ty = 25 °C Piat 500 1) mw
Sperrschichttemperatur L] 200 *C
Lagerungstemperaturbereich Ts -85...+200 *C

Kennwerte bei ;= 26 °C

DurchlaBspannung

belig = 0,1 mA U 046..056 V
bailg= 1mA Ug 0,57...0,69 v
bellp= 10mA Ug 0,69...0,88 v
beilg= 20mA Ug 0,78...1 v
Sperrstrom

bel Ug = 50 V In <100 nA
bei Ug = 50V, Tj = 150 °C In <100 uA
Durchbruchspannung Usmn >50 v
gemessen mil 5-pA-lmpulsen

Kapazitit bel Ur = Ug =0 Ciat <2 pF

1) Digser Wart gilt, wenn die AnschluBdrihte in 8 mm Abstand vom Gehluse auf
Umgebungstemperatur gehalten wardan,
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Sperrverzug

baim Umschalten von lg= 10 mA
aufUg =8V, R = 1008,

bis Ig = 1mA

Wirmeawidarstand
Sparrschicht - umgabenda Luft

Spannungsrichtverhiltnis
belf = 100 MHz, Uyg=2V
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1) Diesar Wert gilt, wenn die AnschiuBdrihte in 8 mm Abstand vom Gehduse auf

Umgabungstemperatur gehalten werden.
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